


D. Amélioration du banc de mesure et des structures de test

– du changement complet de la connectique (prise Jaeger, câblage, céramique bras-pointe)

afin d’optimiser les différentes sources de bruits.

– du rajout d’un bras de mesure afin de pouvoir réaliser des mesures sur transistor.

Fig. D.1 – Vue du banc de mesure. Les cases en jaune correspondent aux parties
existantes du banc, les cases en orange à celles modifiées durant cette
thèse.

D.2. Améliorations logicielles

En parallèle de la mise en place du banc de mesure sous pointe, nous avons développé plusieurs

logiciels. L’extraction des paramètres (figure D.2) de mesures C-V est effectuée sous Excel©

– détermination du dopage substrat (nature, profil)

– calcul du couple εhigh� K , tinterface

– évaluation de la quantité de charges fixes (base de donnée φM de métaux)

– determination du profil d’états d’interface (méthode HF-BF combinée)

Le pilotage des instruments de mesure est effectuée sous Labview© :

– un logiciel de balayage C(V,f) (figure D.3) permettant contrôler le sens, le temps, l’hysteresis. . .

– un logiciel de stress constant en tension (CVS) (figure D.4) effectuant un suivi de VFB en

fonction des paramètres d’entrée (tension, temps, . . .)

– un logiciel de pilotage du Keithley2602 (figure D.5) développé en Test Script Processor

et interfaçé sous Labview© . Ce programme permet de tester l’impact de créneaux sur les

structures d’études
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D.2 Améliorations logicielles

Fig. D.2 – Capture d’écran du programme d’extraction de paramètres développé
sous Excel©.

Fig. D.3 – Logiciel principal de pilotage du HP4284A (balayage en fréquence, ten-
sion).
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Fig. D.4 – Logiciel de pilotage du HP4284A. Module dédié au stress constant en
tension (CVS).

Fig. D.5 – Logiciel de pilotage du Keithley2602. Interface mixte TSP/Labview per-
mettant d’effectuer des mesures sur des paliers commandables en temps
(linéaires ou logarithmique) et en tension.
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D.3 Dispositif de réalisation des électrodes

D.3. Dispositif de réalisation des électrodes

Afin de déposer des électrodes sur les couches, l’échantillon est assemblé dans l’ensemble que

nous avons conçu et élaboré au laboratoire (figure D.6). Le masque est constitué de motifs carrés

de 55 µm, 75 µm, 117 µm et 159 µm de côté (ref : G2770C, fournisseur Agar Scientific Ltd.).

Fig. D.6 – Vue à l’échelle 1 :1 et représentation 3D de l’ensemble de fixation masque
dur permettant la réalisation d’électrodes sans photolithogravure.
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